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Przedmiotem wynalazku jest generator impulséw
nanosekundowych duzej mocy.

W znanych rozwigzamiach generatordw nmpudséw
nanosekundowych duzej mocy jako elementy prze-
laczajace stosowane sj najczesciej lampy gazowa-
ne lub szybkie tyrystory. Elementy przelaczajgce
w stanie wlaczenia umozliwiaja przeplyw pradu
z ukladu akumulujacego energie poprzez obcigze-
nie. Jako elementy akumulujace energie stosowane
sg skupione elementy reaktancyjne lub linie diu-
gie.

W rozwigzaniach tych koniecznym jest stosowa-
nie poprzedzajacych stopien mocy stopni ksztalto-
wania wytwarzanego impulsu. Ponadto charaktery-
zujg sie one duzym poborem mocy ze Zrodel zasi-
lania, niskg sprawnos$cig energetyczna, duzymi wy-
miarami i znaczng waga, czasami przetaczania rze-
du kilku nanosekund ze wzgledu na brak sterowa-
nych, wysokonapieciowych przyrzadéw poiprzewod-
nikowych o duzej szybkosci przelaczania.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu jako
elementu przelgczajagcego tranzystora z przebiciem
skosnym bazy i dwu niezaleznych od siebie obwo-
déw, przy czym jeden jest to obwéd jatowy wy-
muszajacy prad podtrzymujacy tranzystor w sta-
nie bliskim zwarcia i okreslajacy jednoczesnie czas
powtarzania impulséw, drugi za$ jest to obwé6d
ksztaltowania impulséw w czasie przebicia tran-
zystora wytwarzajacy na obcigzeniu impuls pradu
duzej mocy zblizony do prostokatnego, przy czym
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tranzystor stanowi jednoczesnie element przelg-
czajacy obwodu jalowego i element kluczujacy
obwodu ksztaltowania impulséw.

Zgodnie z wymalazkiem kolektor tranzystora po-
Iaczony jest poprzez rezystor z kondensatorern,
ktéry z drugiej strony doljczony jest do jego bazy
zamykajac obwéd jalowy, przy czym pomiedzy
rezystor kolektorowy a ten kondensator doprowa-
dzone jest poprzez rezystor napiecie zasilajace, a
takze kolektor tramzystora potaczony jest z linig
dluga zwarta do masy ukladu, ktéra wraz z tran-
zystorem i rownolegle wlaczonymi pomiedzy jego
bazg a masg ukladu rezystorami zamyka obwo6d
ksztaltowania impulséw, za$ emiter tranzystora po-
przez rezystor polaczony jest z jego baza.

Zaleta rozwigzania jest wykorzystanie tego sa-
mego elementu czynnego — tranzystora — jako
klucza w obwodzie obciazenia i elementu przeta-
czajgcego w obwodzie jalowym wyznaczajacym
czas powtarzania. Czestotliwo$é powtarzania jest
zmieniana poprzez regulacje stalego napiecia zasi-
lania, czemu nie towarzyszy pasozytnicza zmiana
amplitudy gemerowanych impulséw. Uklad charak-
teryzuje sie duza sprawnos$cig energetyczng, bardzo
malg waga — rzedu graméw — i bardzo maltymi
wymiarami — rzedu milimetréw.

Ponadto w ukladzie nie wystepuja indukcyjnosci
co czyni go dogodnym dla realizacji w wersji sca-
lonej. Uklad pozwala wygenerowaé impulsy duzej
mocy z czasem narastania mmiejszym od 107® sek.
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Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, ktérego fig. 1
przedstawia schemat ideowy ukladu, a fig..2 —
przebiegi czasowe napieé i pradu w wyszczegdlnio-
nych punktach ukladu.

Uklad zawiera tranzystor T z przebiciem skros-
nym bazy B, ktorego kolektor C poprzez rezystor
Rc polaczony jest z kondensatorem C; dolgczo-
nym z drugiej strony do bazy B zamykajac ob-
wéd jalowy. Pomiedzy rezystor R. a kondensa-
tor C¢ doprowadzone jest poprzez rezytor Rt na-
piecie zasilajace U,. Do kiolekitora C dolgczoma jest
linia dluga LO zwarta do masy ukladu, ktéra
wraz z tranzystorem T i wlaczonymi pomiedzy
baza B a masa ukladu rezystorami R;, Rp zamy-
ka obw6d uksztaltowania impuséw. Emiter E
tranzystora T polgczony jest poprzez rezystor Re
z jego baza B. Od chwili wiaczania napigcia zasi-
lania U, napiecia oraz na kondensatorze Ct na-
rasta wykladniczo od warto$ci O V do wartosci
U, to jest napiecia przebicia skrosnego bazy B.

Jednoczes$nie do napiecia Up zostaje natadowana
linia dluga LO, poniewaz tranzystor T w czasie
ladowania stanowi rozwarcie. W wyniku przebi-
cia skroénego bazy B tranzystora T napiecie na
zaciskach baza-kolektor spada gwaltownie do ma-
lej warto$ci Upc min, c0 powoduje ze w obwodzie
zlozonym z pojemnosci C:, rezystancji R. i prze-
bitego tranzystora T — obwdd pradu jalowego —-
ptynie prad podtrzymujgcy tranzystor T w stanie
bliskim zwarcia. Poprzez przebity tranzystor T
ptynie jednoczesnie prad w obwodzie obcigzenia
wymuszany przez rozladowujacg sie linie dluga
LO. Obwo6d obcigzenia tworzg linia dluga LO,
przebity tranzystor T i polgczone roéwmolegle re-
zystancje Rp i Ry Impuls pradu w obwodzie ob-
cigzenia plynie przez czas 2v, gdzie v jest czasem
opdZnienia wnoszonego przez linie dilugy LO.

Po rozitadowaniu sie linii diugiej LO do napie-
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cia Upemin a nastepnie kondensatora Ci, przez
tranzystor T nie plynie prad, co po usunieciu la-
dunku z obszaru bazy.B umozliwia jej samoczyn-
ne odtworzenie. Po odtworzeniu sie obszaru bazy
B tranzystor T stanowi rozwarcie co umozliwia
ponowne ladowanie sie kondensatora C:; od na-
piecia Upe min do napiecia Up i powtérzenie cyklu.

Zastrzezenia patentowe

1. Generator impuls6w nanosekundowych zawie-
rajacy jako element akumulujacy linie diuga lub
skupione elementy rektancyjne, znmamienny tym,
ze zawiera tranzystor (T) z przebiciem skrosnym
bazy i dwa niezalezne od siebie obwody, z kto-
rych jeden jest to obwod jalowy wymuszajacy
prad podtrzymujgcy tranzystor (T) w stanie blis-
kim zwarcia i okreslajacy jednocze$nie czas po-
wtarzania impulséw, drugi zas jest to obwo6d
ksztaltowania impulsbw w czasie przebicia tran-
zystora (T) wytwarzajacy na obcigzeniu impuls
pradu duzej mocy zblizony do prostokatnego, przy
czym tranzystor (T) stanowi jednoczesnie element
przelaczajacy obwodu jalowego i element kluczu-
jacy obwodu ksztaltowania impulsow.

2. Generator wedlug zastrz. 1, zmamienny tym,
ze kolektor (C) tranzystora (T) polaczony jest po-
przez rezystor (Rc.) z kondensatorem (C:), ktéry
z drugiej strony dolaczony jest do jego bazy (B)
zamykajac obwod jalowy, przy czym pomiedzy re-
zystor kolektorowy (R¢) a ten kondensator (C:)
doprowadzone jest poprzez rezystor (Rt) napiecie
zasilajace (Uo), a takez kolektor (C) tranzystora
(T) polaczony jest z linig diugg (LO) zwartg do
masy ukladu, ktéra wraz z tranzystorem (T) i réw-
nolegle wlgczonymi pomiedzy jego baza (B) a ma-
sg ukladu rezystorami (R;, Rp) zamyka obwé6d
ksztaltowania impulséw, za§ emiter (E) tranzy-
stora (T) polaczony jest poprzez rezystor (Re) z
jego bazg (B).
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